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(57)【要約】
【課題】  ＥＬ素子のＬ－Ｖ特性の立ち上がりを急峻に
するとともに、高誘電率セラミック焼結誘電体層の比誘
電率を高め、発光輝度の高いＥＬディスプレイを提供す
る。
【解決手段】  ＥＬ素子部１０は、Ａｕ電極１２とＩＴ
Ｏ透明電極１９上に挟まれた第１高誘電率セラミック焼
結誘電体層１３、第２高誘電率セラミック焼結誘電体層
１４およびＥＬ発光層１６を有する。高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層の作製は、チタン酸バリウムを主成分と
するペーストを５００メッシュのスクリーンで印刷塗布
し、８５０℃、１時間の大気中で焼結形成することによ
って行う。ＥＬ発光層に最も近い層の結晶粒子径を、そ
れ以外の層の結晶粒子径より小さくする。これらの結晶
粒子径を測定したところ、Ａ層の結晶粒子径は平均１μ
ｍであり、Ｂ層の結晶粒子径は平均０．５μｍであっ
た。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも一方が透光性を有する１対の
電極に挟まれた高誘電率セラミック焼結誘電体層と、Ｅ
Ｌ発光層とを有するＥＬディスプレイにおいて、
前記高誘電率セラミック焼結誘電体層は２層以上であ
り、
前記高誘電率セラミック焼結誘電体層のうち、前記ＥＬ
発光層に最も近い高誘電率セラミック焼結誘電体層の結
晶粒子径が、それ以外の高誘電率セラミック焼結誘電体
層の結晶粒子径より小さいことを特徴とするＥＬディス
プレイ。
【請求項２】  前記高誘電率セラミック焼結誘電体層は
チタン酸バリウムを主成分とすることを特徴とする請求
項１記載のＥＬディスプレイ。
【請求項３】  前記ＥＬ発光層に最も近い高誘電率セラ
ミック焼結誘電体層の平均結晶粒子径が０．０５～０．
５μｍであることを特徴とする請求項１または２に記載
のＥＬディスプレイ。
【請求項４】  前記ＥＬ発光層に最も近い高誘電率セラ
ミック焼結誘電体層以外の高誘電率セラミック焼結誘電
体層の平均結晶粒子径が０．９～１．１μｍであること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載のＥＬ
ディスプレイ。
【請求項５】  前記ＥＬ発光層に最も近い高誘電率セラ
ミック焼結誘電体層の層厚が４～２５μｍであることを
特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載のＥＬデ
ィスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、各種表示装置に用
いるＥＬディスプレイに関する。
【０００２】
【従来技術】高い比誘電率を示す誘電体層は、小さい印
加電圧で多くの電荷を蓄積することができることから、
コンデンサなど各種電子部品に多く利用されている。こ
の電子部品のうち、ディスプレイに利用される薄膜ＥＬ
（ElectroLuminescence）素子に高い比誘電率を有する
誘電体層を用いることで、ＥＬ発光層中の移動電荷量を
増加させることができるため、ディスプレイの発光輝度
向上など高性能化が期待される。
【０００３】ＥＬディスプレイは、近年の情報社会の発
展に伴う表示装置の軽量化、低容量化、低消費電力化、
大画面化などの要求の高まりに伴い、視認性の良さや寿
命の長さなどの優れた特色を持つ平面薄型ディスプレイ
として期待されている。
【０００４】このＥＬディスプレイは、基板上に少なく
とも一方が透光性を有する１対の電極と、１対の電極に
挟まれた誘電体層と、ＥＬ発光層とを有しており、１対
の電極間に交流電界を加えることにより、発光が得られ
るものである。
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【０００５】ＥＬ発光層は、用いる材料によってＥＬ素
子の発光色が決まり、またこの材料によって発光効率に
も影響が及ぼされる。ＺｎＳ：Ｍｎ発光層は現在最も発
光効率が高く、黄色のモノクロ表示装置として実用化さ
れている。その他のＥＬ発光層として、赤色発光を示す
ＣａＳ：Ｅｕ，ＺｎＳ：Ｓｍ発光層、緑色発光を示すＺ
ｎＳ：Ｔｂ，ＣａＳ：Ｃｅ発光層および青色発光を示す
ＺｎＳ：Ｔｍ，ＳｒＳ：Ｃｅ発光層が知られている。
【０００６】誘電体層は、ＥＬ発光層との界面に電荷を
蓄積する。蓄積された電荷が交流電界の極性の変化に伴
ってＥＬ発光層中を移動し、この移動電荷によってＥＬ
発光層中の発光中心が励起され発光が得られるため、移
動電荷量が大きくなればなるほど発光輝度が高くなる。
また誘電体の比誘電率が高いほど、静電容量が増加す
る。そして、誘電体の電界耐圧が高いほど、誘電体層の
層厚を薄くすることができるため、誘電体層の層厚を薄
くすればするほど、誘電体層の単位面積当たりの静電容
量が増加し、蓄積電荷量の増加とともにＥＬ素子の発光
輝度を向上させることができる。したがって、誘電体の
比誘電率が高いほど、あるいは電界耐圧が高いほど発光
輝度が高くなることになる。なお、比誘電率と電界耐圧
の値をかけたものは、誘電体の性能を表す性能指数とし
て用いられている。
【０００７】従来から、誘電体としてＳｉ
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などを材料とする薄膜

誘電体層が用いられているが、発光特性をさらに向上さ
せるため、自発分極することによって高い比誘電率と性
能指数を示す鉛を含む複合ペロブスカイト材料などをＥ
Ｌ素子に応用する検討がなされている。たとえば特公平
７－４４０７２号公報において、高誘電率の粉体材料を
焼結させて得られる誘電体層を用いたＥＬ素子の製造方
法が開示されている。また特開平７－５０１９７号公報
において、膜厚技術によって生成される高誘電率材料膜
とゾルゲル技術により生成した膜との積層膜を誘電体層
に用いるＥＬ素子製造方法が開示されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】ＥＬディスプレイは、
時分解駆動によりディスプレイとして機能する。時分解
駆動とは、走査電極側にＥＬ素子が発光を開始するしき
い電圧の交流パルス電圧を加え、データ電極側に書込み
交流パルス電圧を加えて画素位置を発光させることであ
る。走査電極、データ電極側がともにＯＮとなるとき
に、走査電極とデータ電極との交叉するところに位置す
る画素に、交流パルス電圧（しきい電圧＋書込み電圧）
が印加されてＯＮ状態となる。印加する交流パルス電圧
の増加に対するＥＬ素子の発光輝度の増加を示したもの
を、発光輝度－印加電圧特性（以降「Ｌ－Ｖ特性」と表
示する。）という。通常、ＥＬ素子はしきい電圧付近で
急激に発光輝度が増加する特性を示す。しかしながら、
書込み電圧は回路などの制約により、約６０Ｖ程度が限
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界となるため、印加電圧に対する発光輝度の増加が緩や
かな場合、すなわち、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりが緩慢な
場合に、静電容量が高い誘電体層を用いても、ＥＬ素子
のＯＮ状態の電圧（しきい電圧＋書込み電圧）を印加し
たときの発光輝度は低い値となり、実際のディスプレイ
駆動時には高い発光輝度を得ることができない。
【０００９】また特公平７－４４０７２号公報に記載の
絶縁体層や特開平７－５０１９７号公報に記載の誘電層
には、主原料として鉛を含むものが使用されているた
め、環境に悪影響を与えるという問題がある。
【００１０】ところで、本発明の発明者は、ＥＬディス
プレイの発光輝度向上のため、チタン酸バリウム誘電体
層、すなわち、本発明の高誘電率セラミック焼結誘電体
層を用いたＥＬディスプレイの検討を行った。チタン酸
バリウムは、高い比誘電率を有することが知られてお
り、ＥＬ素子の発光輝度を向上させるものとして期待で
きるとともに、鉛などの有害な物質の含有量が少ないこ
とから、環境に悪影響を与えない優れた材料である。本
発明の高誘電率セラミック焼結誘電体層は、粉体材料を
焼結することによって作製する。前記のように、チタン
酸バリウムは高い比誘電率を有するが、電界耐圧が低い
ことから、ＥＬ素子として適用するためには１０μｍ程
度以上の層厚にすることが必要である。１０μｍの層厚
を得るには、粉体ペーストをスクリーン印刷で塗布して
焼結形成する作製方法が経済的である。しかしながら、
このようにして形成したチタン酸バリウムを主成分とす
る高誘電率セラミック焼結誘電体層をＥＬディスプレイ
に適用した場合、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻性は悪
く、パネル駆動時の発光輝度が低くなる問題が生じた。
この原因として、ＥＬ発光層の層厚分布の発生が考えら
れる。高誘電率セラミック焼結誘電体層表面の結晶粒子
間に生じる空隙をその上に形成されるＥＬ発光層が埋め
ようとするために、この空隙部分でのＥＬ発光層厚が厚
くなり、結果として、微細な領域でのＥＬ発光層の層厚
分布が発生する。そして、しきい電圧はＥＬ発光層の層
厚に影響されるため、ＥＬ発光層の層厚分布はしきい電
圧の分布となり、全体としてＬ－Ｖ特性の立ち上がりの
緩慢さとなって表れるためである。この問題を解消する
ためには、焼結する粉体材料の粒子径を小さくすること
が考えられる。焼結する粉体材料の粒子径を小さくすれ
ば、高誘電率セラミック焼結誘電体層表面の結晶粒子間
の空隙の大きさを小さくすることができ、ＥＬ発光層の
層厚分布の大きさを小さくすることができるからであ
る。この考えに基づき、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりの緩慢
さを改善するために、粒子径の小さい粉体材料のペース
トを用いた高誘電率セラミック焼結誘電体層の作製を試
みたところ、粒子径の小さい粉体材料を焼結させた高誘
電率セラミック焼結誘電体層では、粒子径の大きい高誘
電率セラミック焼結誘電体層に比べて誘電体の比誘電率
が低くなり、ＥＬ素子の発光輝度向上の効果が低減する
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問題が生じた。
【００１１】本発明の目的は、ＥＬ素子のＬ－Ｖ特性の
立ち上がりを急峻にするとともに、高誘電率セラミック
焼結誘電体層の比誘電率を高め、発光輝度の高いＥＬデ
ィスプレイを提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明は、少なくとも一
方が透光性を有する１対の電極に挟まれた高誘電率セラ
ミック焼結誘電体層と、ＥＬ発光層とを有するＥＬディ
スプレイにおいて、前記高誘電率セラミック焼結誘電体
層は２層以上であり、前記高誘電率セラミック焼結誘電
体層のうち、前記ＥＬ発光層に最も近い高誘電率セラミ
ック焼結誘電体層の結晶粒子径が、それ以外の高誘電率
セラミック焼結誘電体層の結晶粒子径より小さいことを
特徴とするＥＬディスプレイである。
【００１３】本発明に従えば、高誘電率セラミック焼結
誘電体層は２層以上であり、高誘電率セラミック焼結誘
電体層のうち、ＥＬ発光層に最も近い高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層の結晶粒子径が、それ以外の高誘電率セ
ラミック焼結誘電体層の結晶粒子径より小さいので、結
晶粒子径の小さい高誘電率セラミック焼結誘電体層によ
ってＥＬ発光層の層厚分布の大きさを小さくすること
で、ＥＬ素子のＬ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻性を高め
ることができ、結晶粒子径の大きい高誘電率セラミック
焼結誘電体層によって、高誘電率セラミック焼結誘電体
層全体の比誘電率を高めることができるため、発光輝度
の高いＥＬディスプレイを作製することができる。な
お、薄膜製造方法で作製される誘電体層を、ＥＬ発光層
との間に挿入する場合があるが、これらの層は薄いため
高誘電率セラミック焼結誘電体層の結晶粒子による空隙
を埋めるには十分ではない。
【００１４】また本発明は、前記高誘電率セラミック焼
結誘電体層はチタン酸バリウムを主成分とすることを特
徴とする。
【００１５】本発明に従えば、高誘電率セラミック焼結
誘電体層はチタン酸バリウムを主成分とするので、高い
比誘電率を有し、有害な物質の含有量の少ない高誘電率
セラミック焼結誘電体層を作製することができる。
【００１６】また本発明は、前記ＥＬ発光層に最も近い
高誘電率セラミック焼結誘電体層の平均結晶粒子径が
０．０５～０．５μｍであることを特徴とする。
【００１７】本発明に従えば、ＥＬ発光層に最も近い高
誘電率セラミック焼結誘電体層の平均結晶粒子径が０．
０５～０．５μｍであるので、高誘電率セラミック焼結
誘電体層の作製には粒子径の小さい粉体材料を焼結させ
るため、高誘電率セラミック焼結誘電体層表面の結晶粒
子間に生じる空隙の大きさを最小限に抑えることができ
る。
【００１８】また本発明は、前記ＥＬ発光層に最も近い
高誘電率セラミック焼結誘電体層以外の高誘電率セラミ
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ック焼結誘電体層の平均結晶粒子径が０．９～１．１μ
ｍであることを特徴とする。
【００１９】本発明に従えば、ＥＬ発光層に最も近い高
誘電率セラミック焼結誘電体層以外の高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層の平均結晶粒子径が０．９～１．１μｍ
であるので、高誘電率セラミック焼結誘電体層全体の比
誘電率をより高めることができる。
【００２０】また本発明は、前記ＥＬ発光層に最も近い
高誘電率セラミック焼結誘電体層の層厚が４～２５μｍ
であることを特徴とする。
【００２１】本発明に従えば、ＥＬ発光層に最も近い高
誘電率セラミック焼結誘電体層の層厚が４～２５μｍで
あるので、高誘電率セラミック焼結誘電体層のＥＬ発光
層に近い表面を結晶粒子径のより小さい層で完全に覆う
ことができるため、高誘電率セラミック焼結誘電体層表
面の結晶粒子径の空隙の大きさが全面で小さくなり、Ｌ
－Ｖ特性の急峻性を高めることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の一実施の形態で
あるＥＬディスプレイ１の断面概略図である。
【００２３】ＥＬディスプレイ１は、発光を示すＥＬ素
子部１０、これを水分を含んだ外気より保護するＥＬ保
護部２０およびアルミナ焼結体基板１１からなる。ＥＬ
素子部１０は、Ａｕ電極１２、第１高誘電率セラミック
焼結誘電体層１３、第２高誘電率セラミック焼結誘電体
層１４、Ｓｉ

3
Ｎ
4
絶縁層１５、ＥＬ発光層１６、Ｓｉ

3

Ｎ
4
絶縁層１７、ＳｉＯ

2
絶縁層１８およびＩＴＯ（Indi

um Tin Oxide）透明電極１９を有する。
【００２４】Ａｕ電極１２は、アルミナ焼結体基板１１
上に、第１電極として０．５μｍ程度の厚さでストライ
プ状に形成する。このＡｕ電極１２の形成は、Ａｕ導体
ペーストＧＢ－１００３（田中貴金属工業株式会社製）
を３２５メッシュのスクリーンで印刷塗布し、８５０
℃、１０分の熱処理によって形成される金導体層をフォ
トレジストを用いてエッチングすることによって行う。
Ａｕ電極１２の上に、高誘電率セラミック焼結誘電体層
を作製する。この高誘電率セラミック焼結誘電体層の作
製は、チタン酸バリウムを主成分とするペーストを５０
０メッシュのスクリーンで印刷塗布し、８５０℃、１時
間の大気中で焼結形成することによって行う。用いるペ
ーストは、ＬＳＴ－１０００Ａ、ＬＳＴ－１０００Ｂ
（いずれも田中貴金属工業株式会社製）で、チタン酸バ
リウムのほかに少量の添加剤を含んでいる。ペーストＬ
ＳＴ－１０００Ｂの主成分であるチタン酸バリウム粉体
の平均粒子径は、ペーストＬＳＴ－１０００Ａの平均粒
子径よりも小さい。これによって、結晶粒子径が小さい
高誘電率セラミック焼結誘電体層と結晶粒子径がこの高
誘電率セラミック焼結誘電体層より大きく、有害な物質
の含有量の少ない高誘電率セラミック焼結誘電体層が形
成される。作製した高誘電率セラミック焼結誘電体層の
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うち、第１電極であるＡｕ電極１２に近い方から、第１
高誘電率セラミック焼結誘電体層１３、第２高誘電率セ
ラミック焼結誘電体層１４とし、第１高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層１３はペーストＬＳＴ－１０００Ａで、
第２高誘電率セラミック焼結誘電体層１４はペーストＬ
ＳＴ－１０００Ｂで作製する。この結晶粒子径の小さい
第２高誘電率セラミック焼結誘電体層１４によって、Ｅ
Ｌ発光層の層厚分布の大きさを小さくすることで、ＥＬ
素子のＬ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻性を高めることが
でき、結晶粒子径の大きい第１高誘電率セラミック焼結
誘電体層１３によって、高誘電率セラミック焼結誘電体
層全体の比誘電率を高めることができる。なお、第１高
誘電率セラミック焼結誘電体層１３を作製した場合、表
面に高さ４μｍ幅２０μｍ程度の凹凸ができるため、こ
の凹凸を第２高誘電率セラミック焼結誘電体層１４で完
全に覆い、ＥＬ発光層１６と接する高誘電率セラミック
焼結誘電体層の表面に粒子径の大きい部分を露出させな
いためにも、第２高誘電率セラミック焼結誘電体層１４
の層厚を４μｍ以上にすることが好ましい。なお、膜厚
が２５μｍ以上では、静電容量増加によるＥＬ素子発光
輝度向上の効果が得られなくなるため、好適な膜厚は、
４～２５μｍである。さらにその上に、層厚３０ｎｍ程
度のＳｉ

3
Ｎ
4
絶縁層１５を高周波スパッタ法により作製

する。これは、ＥＬ発光層１６と高誘電率セラミック焼
結誘電体層との接着性および総合的な電気特性を安定さ
せるためである。
【００２５】Ｓｉ

3
Ｎ
4
絶縁層１５の上に、ＥＬ発光層１

６として層厚７００ｎｍ程度のＺｎＳ：Ｍｎ層を作製す
る。このＥＬ発光層１６の作製は、Ｍｎを０．４５ｗｔ
％含んだＺｎＳ：Ｍｎペレットを蒸着源としたＥＢ（El
ectron Beam）蒸着法によって行い、作製されたＥＬ発
光層１６は黄色発光する。ＥＬ発光層１６上に積層する
絶縁層として、たとえば層厚３０ｎｍ程度のＳｉ

3
Ｎ
4
絶

縁層１７と層厚３５ｎｍ程度のＳｉＯ
2
絶縁層１８をそ

れぞれ高周波スパッタ法により作製する。ＳｉＯ
2
絶縁

層１８を作製した後、ＥＬ素子部１０を１×１０-4Ｐａ
以下の高真空中で６３０℃、１時間、加熱保持する。こ
の処理は通常の薄膜ＥＬ素子作製過程で行われるもので
あり、ＥＬ素子の発光輝度を向上させるために必要な処
理である。最後に、第２電極としてＩＴＯ透明電極１９
をＳｉＯ

2
絶縁層１８上に作製する。ＩＴＯ透明電極１

９の作製は、高周波スパッタ法によって２００ｎｍ程度
の層厚にした後、フォトレジストを用いたエッチング法
によって、第１電極であるＡｕ電極１２と直交する方向
にストライプ状に形成することによって行う。
【００２６】ＥＬ保護部２０は、深さ１ｍｍ程度で掘り
込み加工された保護ガラス２１およびシリコンオイルか
らなり、掘り込み部分にＥＬ素子部１０を封じ込めるよ
うに配置して、外環境から保護する。保護ガラス２１の
周辺部は、エポキシ樹脂２２によりアルミナ焼結体基板
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１１と接着する。そして、あらかじめ保護ガラス２１に
設けておいたオイル導入口２４から、封止空間２３にシ
リコンオイルを注入した後、オイル導入口２４を封止ガ
ラス２５で封止する。
【００２７】本発明の発明者は、本発明の効果を検証す
るために、以下の測定を行った。まず、ペーストＬＳＴ
－１０００ＡおよびペーストＬＳＴ－１０００Ｂで作製
した高誘電率セラミック焼結誘電体層の層厚および結晶
粒子径を測定した。ペーストＬＳＴ－１０００Ａおよび
ペーストＬＳＴ－１０００Ｂは、いずれも５００メッシ
ュのスクリーンで印刷塗布し、８５０℃、１時間の大気
中で焼結形成した。これによって作製した高誘電率セラ
ミック焼結誘電体層のうち、ＬＳＴ－１０００Ａで作製
した層をＡ層、ＬＳＴ－１０００Ｂで作製した層をＢ層
と呼ぶ。なお、ペーストＬＳＴ－１０００Ａは第１高誘
電率セラミック焼結誘電体層１３の形成に、ペーストＬ
ＳＴ－１０００Ｂは第２高誘電率セラミック焼結誘電体
層１４の形成に用いられるものである。これらの層厚を
測定したところ、Ａ層が７μｍ、Ｂ層が５μｍであっ
た。またこれらの結晶粒子径をＳＥＭ（Scanning Elect
ronMicroscope）写真によって調べたところ、Ａ層の結
晶粒子径は約０．４～１．６μｍで平均１μｍであり、
Ｂ層の結晶粒子径は約０．２～０．８μｍで平均０．５
μｍであった。なお、ペーストＬＳＴ－１０００Ａおよ
びペーストＬＳＴ－１０００Ｂは、８５０℃での焼結に
よって粒子成長はほとんどないものであり、焼結前後の
粒子径はほぼ同じである。またＥＬ発光層の結晶粒子自
体の大きさは０．０５μｍ程度以上である。
【００２８】次に、作製した高誘電率セラミック焼結誘
電体層の比誘電率を測定した。Ａｕ導体ペーストＧＢ－
１００３（田中貴金属工業株式会社製）を３２５メッシ
ュのスクリーンで印刷形成し、８５０℃、１０分の熱処
理により形成したＡｕ電極の上に前記高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層を形成し、さらにその上にＡｌの点電極
を真空蒸着した。高誘電率セラミック焼結誘電体層は２
層の積層構造とした。１層のみでは層欠陥ができやすい
ため、２層塗りにすることで欠陥部分を補強し、層全体
として欠陥の発生を防ぐためである。Ａｕ電極とＡｌ電
極間の静電容量を容量計を用いて測定し、比誘電率を計
算した。測定した高誘電率セラミック焼結誘電体層のサ
ンプルは３種類で、Ａ層を２層積層したもの、Ｂ層を２
層積層したもの、およびＡ層とＢ層とを積層したもので
ある。測定の結果、Ａ層を２層積層したもの、Ｂ層を２
層積層したものの比誘電率はそれぞれＡ層、Ｂ層の比誘
電率と等しく、Ａ層の比誘電率は約６００、Ｂ層の比誘
電率は約３５０となり、ペーストＬＳＴ－１０００Ｂで
作製した粉体材料の粒子径の小さいＢ層の比誘電率が低
くなることがわかった。またＡ層とＢ層とを積層したも
のは、比誘電率が約５００で、Ａ層とＢ層の中間の値と
なり、Ｂ層の比誘電率より高い値を示すことがわかっ
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た。これらの高誘電率セラミック焼結誘電体層の電界耐
圧は、いずれも約０．２ＭＶ／ｃｍであることから、比
誘電率の違いが性能指数の違いとなる。
【００２９】さらに、作製した前記３種類のＥＬ素子に
ついて、Ｌ－Ｖ特性を測定した。なお、高誘電率セラミ
ック焼結誘電体層をＡ層の２層積層した素子をＡＡ素
子、Ｂ層の２層積層した素子をＢＢ素子、第１層をＡ層
とし、第２層をＢ層とした本発明によるＥＬ素子をＡＢ
素子と表示する。
【００３０】図２は、３つのＥＬ素子の規格化したＬ－
Ｖ特性を示す図である。縦軸は印加電圧を表し、横軸は
発光輝度を表す。Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻性は、
グラフの傾きによって示される。図２では、Ｌ－Ｖ特性
の立ち上がりの急峻性の比較を容易にするため２５０Ｖ
駆動での発光輝度が同一となるように規格化している。
図のように、ＡＡ素子のＬ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻
性は、ＡＢ素子およびＢＢ素子に比べて悪く、ＡＢ素子
およびＢＢ素子は同程度の急峻性を示した。しかしなが
ら、ＢＢ素子は比誘電率が低いため、高誘電率セラミッ
ク焼結誘電体層の層厚が１０μｍと薄いにもかかわらず
静電容量は小さくなり、電荷蓄積が充分でないため、発
光輝度は小さくなった。１００Ｈｚ、しきい電圧＋６０
Ｖ駆動、（しきい電圧は発光輝度が１０ｃｄ／ｍ2とな
る電圧）での発光輝度は、ＡＡ素子が４４０ｃｄ／
ｍ2、ＢＢ素子が５４０ｃｄ／ｍ2、ＡＢ素子が７６０ｃ
ｄ／ｍ2となった。ちなみに通常市販されている薄膜Ｅ
Ｌ素子の発光輝度は、同条件下において４５０ｃｄ／ｍ
2程度である。このように、ＡＢ素子が最も高い発光輝
度を示した。なお、Ａ層とＢ層の層厚が異なるため比誘
電率の違いは静電容量の違いとならないことから、単純
に発光輝度のみを比較しにくいが、ＢＢ層は層厚が薄い
にもかかわらず、比誘電率が低く発光輝度が小さいた
め、ＡＢ素子に比べ発光輝度が小さくなったと考えられ
る。またＡＡ層は層厚が厚いが、比誘電率は高く、静電
容量が大きいにもかかわらず、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がり
の急峻性が悪いことから、ＡＢ素子に比べて発光輝度が
小さくなったと考えられる。なおＡＢ層は、比誘電率が
高く、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりが急峻であることから、
発光輝度が一番大きくなったと考えられる。本発明の効
果により、ＡＢ素子の発光輝度がＡＡ素子およびＢＢ素
子より向上していることがわかった。
【００３１】高誘電率セラミック焼結誘電体層構造にお
いて、Ｌ－Ｖ特性の立ち上がりの特性は、ＥＬ発光層に
最も近い層の結晶粒子径に影響され、結晶粒子径が小さ
いほどＬ－Ｖ特性の立ち上がり急峻性が高められるた
め、ＥＬ発光層に近い層の結晶粒子径を、Ｂ層の平均結
晶粒子径である０．５μｍ以下にすることによって、Ｌ
－Ｖ特性の立ち上がり急峻性をより高めることができ
る。ここで、ＥＬ発光層の結晶粒子自体の大きさが０．
０５μｍ程度以上であるので、ＥＬ発光層に近い層の平
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均結晶粒子径は、０．０５～０．５μｍにすることが好
ましい。高誘電率セラミック焼結誘電体層の結晶粒子径
を０．０５μｍより小さくしても、ＥＬ発光層厚分布を
低減させる効果は得られないからである。また高誘電率
セラミック焼結誘電体層において、結晶粒子径が大きい
ほど比誘電率が高くなるため、ＥＬ発光層に最も近い層
以外の層の結晶粒子径を、Ａ層の平均結晶粒子径である
１．０μｍ程度、好ましくは０．９～１．１μｍとする
ことによって、高誘電率セラミック焼結誘電体層全体の
比誘電率をより高めることができる。
【００３２】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、結晶粒子
径の小さい高誘電率セラミック焼結誘電体層によって、
ＥＬ発光層の層厚分布の大きさを小さくすることで、Ｅ
Ｌ素子のＬ－Ｖ特性の立ち上がりの急峻性を高めること
ができ、結晶粒子径の大きい高誘電率セラミック焼結誘
電体層によって、高誘電率セラミック焼結誘電体層全体
の比誘電率を高めることができるため、発光輝度の高い
ＥＬディスプレイを作製することができる。
【００３３】また本発明によれば、高い比誘電率を有
し、有害な物質の含有量の少ない高誘電率セラミック焼
結誘電体層を作製することができる。
【００３４】また本発明によれば、高誘電率セラミック
焼結誘電体層の作製には粒子径の小さい粉体材料を焼結
させるため、高誘電率セラミック焼結誘電体層表面の結
晶粒子間に生じる空隙の大きさを最小限に抑えることが
できる。
【００３５】また本発明によれば、高誘電率セラミック
焼結誘電体層全体の比誘電率をより高めることができ
る。 *
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*【００３６】また本発明によれば、高誘電率セラミック
焼結誘電体層のＥＬ発光層に近い表面を結晶粒子径のよ
り小さい層で完全に覆うことができるため、高誘電率セ
ラミック焼結誘電体層表面の結晶粒子径の空隙の大きさ
が全面で小さくなり、Ｌ－Ｖ特性の急峻性を高めること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態であるＥＬディスプレイ
１の断面概略図である。
【図２】３つの素子の規格化したＬ－Ｖ特性を示す図で
ある。
【符号の説明】
１  ＥＬディスプレイ
１０  ＥＬ素子部
１１  アルミナ焼結体基板
１２  Ａｕ電極
１３  第１高誘電率セラミック焼結誘電体層
１４  第２高誘電率セラミック焼結誘電体層
１５  Ｓｉ

3
Ｎ
4
絶縁層

１６  ＥＬ発光層
１７  Ｓｉ

3
Ｎ
4
絶縁層

１８  ＳｉＯ
2
絶縁層

１９  ＩＴＯ透明電極
２０  ＥＬ保護部
２１  保護ガラス
２２  エポキシ樹脂
２３  封止空間
２４  オイル導入口
２５  封止ガラス

【図１】 【図２】
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